NP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *BC 327
RANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX BC 328

'ompl. of BC 337 and BC 338

3k Preferred device
Dispositif recommandé

he BC 327 and BC 328 transistors are intended for a
ide variety of medium power AF amplifier and swit-

ning application ; they are particulary useful as Vv —45V BC 327
eflexion stage driver, AF output amplifier up to 2 W, CEO —25 Vv BC 328
river in Hi Fi amplifier,

hey are available as matched pair togheter with their 'CM -12A

PN complementary types BC 337 and BC 338.
os transistors BC 327 et BC 328 sont destinés aux usages

Inéreux & niveau moyen dans Ie domaine de I'amplification _

b mvaau moyer o feation h21E(=100 mA)  100.... 630
étage de balayage, driver d’ampli Hi Fi, étage de sortie BF

Squd 2 W, fr 200 MHz

surs complémentairas NPN sont les BC 337 et BC 338 avec
squels ils peuvent 8tre appariés.

laximum power dissipation Plastic case  F 139 B— See outline drawing CB-76 on last pages
Issipation de puissance maximale Boftier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
’tot i
w) Bottom view

Vue de dessous

0,6 F—N £
k- \ (1)Without heat sink C
\(2) Sans rodi B

|
0.4 | (2)See note page 3

] m Voir note page 3
0,2 t N

L
Weight : 0,3 g.
[} 50 100 180 T, (°C) Masse

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25°C (Unless otherwise stated)
/ALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

BC 327 BC 328

ot coamitter voltage Veeo —a5 _25 v
Sfrrl.:leoc:?:;ﬁar?t'::iréxglr:gf VCES —50 -30 v
b goase voltage Veso -5 -5 v
et Ic 800 800 mA
e il o conectsur lem ~1,2 -1,2 A
?255.5‘:ZT Ig —-100 —-100 mA
o ispaton, ko L oot o | ™
]rl:,:fato'g?u:rg.p,i?gﬁ max T 150 150 o
Storage temperature min T —65 —65 °Cc
Température de stockage max stg +150 +150 og

¥ 76-01 1/
THOMSON-CSF
DMSION SEMICONOUCTEURS 379
SES@SEM



BC 327, BC 328

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise statec
(Sauf indications contraires

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veap= —45V
o BC 327 -2 —100 [
Collector-emitter cut-off current E |
Courant résiduel collecteur-émetteur CES
Veg= -2V
| 0 BC 328 -2 ~100 nA
E =
BC 327 |50 \
lo = —100uA
c K v
lg =0 (BRICES
BC 328 | —30 \"
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur-émetteur
BC 327 |-45 v
e =—10mA
c v
g =0 (BRICEO
BC 328 | -25 \
Collector-emitter saturation voltage lc =-500mA .
Tension de saturation collecteur-6metteur lg = -50mA VeEsat -0.7 Vi
Base-emitter voltage Veg=-1V V. _ :
Tension base-émetteur [} c = —300 mA BE 1.2 v
cl. 16 100 250
Vep=s -1V
B iooma .25 | 160 400
Static forward current transfer ratio lc =~ m ho1E
Valeur it du rapport de fort
direct du courant
cl. 40 250 630
Vep= -1V
CE
Ic =—300mA 40
ho 4 Fatio for a matched pair Vee=1V h21E1
Répport de h,, . pour une psire Ic = 100mA ha1E2 07 1,25 1,4

2/5
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BC 327, BC 328

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES {pour petits signaux) am (Sauf indications contraires)
Test conditions X
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg= -5V
ransition frequency . f.
Fréquence de transition lc =-10mA T 200 MHz
f = 100MHz
Veap= —10V
Jutput capacitance CE
Capacité de sortie IE =0 szb 10 pF
f = 1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance
Résistance thermique (jonction-boftisr) Rth(j-al 250 °c/w
Junction-ambient thermal resistance ; *
Résistance thermique {jonction-ambiante) Rth(]-a) 200 °cw

* When the transistor is mounted on a printed board with 3 mm connection and collector wire connected to a 1 cm?

copper area,

Lorsque Je transistor est montd sur un circuit imp

réunie & la connexion collecteur,

rimé avec une longueur de connexion de 3 mm et une surface cuivrée de 1 cm2
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BC 327, BC 328

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

h21e ~VeEsat
V=1V v) =
ol. 40 CE ‘VgEm Ic/lB 10 /
MP—) - V!
\\ v} 1 '/
320 ] %
ct, 25 \ 0,8 /
\ /
240 S |
\ ~VBEsat
N 06
160 cl. 16 \ /
N\ \ /
N AL 04
N\ /
80 e
\ 02 e
“Vegm L
0 0 ; 4 8 2 8
2 4 68 2 4 68 2 4 68
100 10! 102 —le (mA) 10! 102 g (mA)
~Vge
v) —Veg=2V
1
08 e
/”
0,6
0,4
0,2
0
1 2 4 6 8 2 2 6 8B
10 10 —ig (ma)
a5
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BC 327, BC 328

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

C.
C11b (2:;’ f =1MHz| |
oF) I I | e 'C =0
8 f =1MHz 6
lc =0 a
s N
\\ \\
N 2 N
¢ N
N 10 N
\ .
N
N N
2 4
2
0
101 2 4 6 8 2 4 6 8 10 2 4 68 2 48812 4 68
10" 10° —Vgg V) 10" 100 0 ~Veg W)
T
(MH2) —Veg=2V
300
il
250 ]
7
/]
200 //
150
100 2 4 6 8
10’ —ig (mA)
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